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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月22日(2014.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機構がインプリントされたレジスト層にブロックコポリマー（ＢＣＰ）を適用するステ
ップと、
　第２のポリマーブロックに取り囲まれた第１のポリマーブロックの自己組織化されたカ
ラムへと前記ＢＣＰを横方向に分離するよう前記ＢＣＰを熱アニールするステップとを含
む、方法。
【請求項２】
　機構がインプリントされた前記レジスト層は、前記ＢＣＰに対して化学的に中性である
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＢＣＰは、自然の格子間隔Ｌ0を有しており、前記レジスト層にインプリントされ
た前記機構は、距離ＬS＝ｎ×Ｌ0だけ間隔を置いており、式中ｎは整数である、請求項１
または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＢＣＰは、熱アニールされると、化学的に中性である前記レジスト層上に円柱形カ
ラム構造をピッチ間隔ＬOで形成する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　インプリントされた前記機構は、六方最密充填（ＨＣＰ）配置に位置決めされており、
前記ＢＣＰは、熱アニールされると、化学的に中性である前記レジスト層上に円柱形カラ
ム構造を六方最密充填（ＨＣＰ）間隔Ｌ0で形成する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　カラム状の穴を前記第２のポリマーブロックに六方最密充填（ＨＣＰ）ピッチ間隔Ｌ0

で設けるよう前記第１のポリマーブロックの円柱形カラムを除去するステップをさらに含
む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記カラム状の穴において露出するインプリントされた前記レジスト層を除去するステ
ップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
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【請求項８】
　前記レジスト層は、前記ＢＣＰに対して化学的に中性であるポリマー層を含む基板上に
あり、
　インプリントされた前記機構にて前記基板の部分を露出するよう、インプリントされた
前記機構の位置にある前記レジスト層および前記ポリマー層を除去するステップをさらに
含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項９】
　インプリントされた前記機構は、間隔が離れた窪みを含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のポリマーブロックにおいてトレンチの列を設けるよう前記第１のポリマーブ
ロックのカラム状構造を除去するステップをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記レジスト層は、前記第１のポリマーに対して化学的に中性である第１の物質を含む
基板の上にあり、前記レジスト層は、前記第２のポリマーに対して化学的に中性である第
２の物質を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記レジスト層は、間隔が離れた隆起したラインを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記隆起したライン同士の間の前記第１の物質を露出するステップをさらに含む、請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ライン状の窪みを前記第２のポリマーブロックに形成するよう前記第１のポリマーブロ
ックを除去するステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　絶縁体、金属、半金属、および磁性材料からなる群から選択される材料で前記ライン状
の窪みを充填するステップと、
　前記第１の物質を露出するよう、充填された前記ライン状の窪みの間の前記第２のポリ
マーブロックを除去するステップとさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１項に記載の方法によって製造される、装置。
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